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요약

    
SOI 구조를 가지는 MOS 트랜지스터를 구비한 본 발명에 따른 반도체 소자 및 신호 처리 장치는 메인 MOS 트랜지스
터와 어시스턴스 MOS 트랜지스터를 포함한다. 메인 MOS 트랜지스터는 외부 신호를 받는 제1 게이트 배선과, 제1 도
전형의 제1 소스/드레인 영역과, 바디를 포함한다. 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 제2 게이트 배선과, 제1 도전형과 
반대인 제2 도전형의 제2 소스/드레인 영역을 포함한다. 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 외부 신호에 따라 바디를 플로
팅 상태 또는 그라운딩 상태로 선택적으로 전환시키기는 역할을 한다. 제1 게이트 배선과 제2 게이트 배선은 배선층에 
의하여 서로 전기적으로 접속되어 있다.
    

대표도
도 3a

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 전형적인 SOI MOS 트랜지스터의 구조를 보여주는 단면도이다.

도 2a는 종래 기술에 따른 반도체 소자의 SOI MOS 트랜지스터의 구조를 나타내는 평면 배치도이다.

도 2b는 다른 종래 기술에 따른 반도체 소자의 SOI MOS 트랜지스터의 구조를 나타내는 평면 배치도이다.

도 3a 내지 도 3d는 본 발명의 일 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 도면들로서, 도 3a는 본 발명의 
일 실시예에 따른 반도체 소자의 요부 구성을 도시한 평면 배치도, 도 3b는 도 3a의 Ⅲb-Ⅲb선 단면도, 도 3c는 도 3
a의 Ⅲc-Ⅲc선 단면도, 도 3d는 도 3a의 Ⅲd-Ⅲd선 단면도이다.

도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 다른 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 도면들로서, 도 4a는 본 발명
의 다른 실시예에 따른 반도체 소자의 요부 구성을 도시한 평면 배치도, 도 4b는 도 4a의 Ⅳb-Ⅳb선 단면도, 도 4c는 
도 4a의 Ⅳc-Ⅳc선 단면도, 도 4d는 도 4a의 Ⅳd-Ⅳd선 단면도이다.

도 5a 내지 도 5d는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 도면들로서, 도 5a는 또 다
른 실시예에 따른 반도체 소자의 요부 구성을 도시한 평면 배치도, 도 5b는 도 5a의 Ⅴb-Ⅴb선 단면도, 도 5c는 도 5
a의 Ⅴc-Ⅴc선 단면도, 도 5d는 도 5a의 Ⅴd-Ⅴd선 단면도이다.

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 블록 다이어그램이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 처리 장치의 구성을 설명하기 위한 블록 다이어그램이다.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

100: 메인 MOS 트랜지스터, 102: 반도체 기판, 104: 배리드 산화막, 106: 표면 실리콘층, 107: 제1 채널 영역, 108
: 바디, 109: 소자 분리 영역, 110: 활성 영역, 112: H형 게이트 배선, 122: 제1 소스/드레인 영역, 130: 제1 게이트 
콘택 영역, 140: 배선층, 150: 어시스턴스 MOS 트랜지스터, 157: 제2 채널 영역, 162: 어시스턴스 게이트 배선, 17
2: 제2 소스/드레인 영역, 180: 제2 게이트 콘택 영역.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 소자에 관한 것으로, 특히 SOI(silicon on insulator) 구조를 가지는 MOS(metal oxide semicond
uctor) 트랜지스터를 구비한 반도체 소자에 관한 것이다.

    
집적 회로 메모리 셀의 기억 용량이 대규모화됨에 따라 여기에 사용되는 트랜지스터도 미세화되고 있다. 이에 수반하여, 
고속 CPU(central processing unit)와 같은 고속 회로 또는 저전력 소자의 개발을 위하여 SOI MOS 트랜지스터가 연
구되고 있다. 절연 기판상의 얇은 단결정 실리콘층상에 형성된 SOI MOS 트랜지스터는 실리콘의 미세 가공 프로세스를 
사용해서 하나의 기판상에 고집적화할 수 있으며, 누설 전류가 작아 서브스레숄드 특성이 양호하고, 전류 구동 능력이 
높고 단채널 효과 등을 억제할 수 있다. 또한, SOI MOS 트랜지스터는 종래의 단결정 실리콘 기판를 사용하는 경우에 
비하여 트랜지스터가 갖는 기생 용량이 작기 때문에 고속 동작에 적합하다.
    

도 1은 전형적인 SOI MOS 트랜지스터의 구조를 보여주는 단면도이다.
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도 1에 도시한 바와 같이, 전형적인 SOI MOS 트랜지스터는 반도체 기판(10)상에 형성되는 배리드 산화막(buried o
xide layer)(12)과, 상기 배리드 산화막(12)상에 형성되고, 소스/드레인 영역(22) 및 채널 영역(24)이 구성되는 표
면 실리콘층(20)과, 상기 채널 영역(24)상에 형성되는 게이트 절연막(30)과, 상기 게이트 절연막(30)상에 형성되는 
게이트 배선(40)을 구비한다.

도 1에 도시한 트랜지스터가 NMOS 트랜지스터인 경우에는 상기 소스/드레인 영역(22)은 n +불순물 영역으로 되고, 
PMOS 트랜지스터인 경우에는 상기 소스/드레인 영역(22)은 p +불순물 영역으로 된다. 상기 소스/드레인 영역(22)은 
다른 소자(도시 생략)에 전기적으로 접속되어 있다.

    
상기와 같은 구성을 가지는 SOI MOS 트랜지스터에서는 반도체 소자가 미세화되어 감에 따라 여러가지 문제가 발생된
다. 즉, NMOS 트랜지스터 또는 PMOS 트랜지스터의 채널 영역 또는 바디(body)가 전기적으로 연결되어 있지 않고 플
로팅되어 있기 때문에 NMOS에서의 소자 동작중 또는 알파 입자 등에 의해 바디에 발생한 정공이 축적되어 불안정한 
동작을 일으키는 플로팅 바디 효과(floating body effect)가 발생된다. 특히, 기생 바이폴라 특성에 의해 나타나는 동
적 누설 전류(dynamic leakage current)는 고주파 동작 소자에서 치명적인 오동작의 원인으로 알려지고 있다.
    

이와 같은 플로팅 바디 효과를 방지하기 위한 하나의 방법으로서, 채널 영역의 전위를 고정하기 위하여 바디를 외부 바
이어스에 연결시키기 위한 구조가 제시되었다. 예를 들면, 게이트 배선이 H형으로 이루어지는 H-게이트 바디 콘택을 
이용한 채널전위 고정구조(channel potential fixation structure) 또는 게이트 배선이 T형으로 이루어지는 T-게이
트 바디 콘택을 이용한 채널전위 고정구조를 사용하고 있다.

도 2a 및 도 2b는 각각 H형 게이트 배선 및 T형 게이트 배선을 가지는 SOI MOS 트랜지스터의 구조를 나타내는 평면 
배치도이다.

도 2a에 있어서, 활성 영역(50)은 H형 게이트 배선(52)에 의하여 2개의 소스/드레인 영역(54) 및 2개의 바디(58)로 
이루어지는 4개의 영역으로 분할된다. 또한, 상기 H형 게이트 배선(52)의 하부에 있어서 상기 소스/드레인 영역(54) 
사이에는 채널 영역(56)이 존재한다.

또한, 도 2b에 있어서, 활성 영역(60)은 T형 게이트 배선(62)에 의하여 2개의 소스/드레인 영역(64) 및 1개의 바디(
68)로 이루어지는 3개의 영역으로 분할된다. 또한, 상기 T형 게이트 배선(62)의 하부에 있어서 상기 소스/드레인 영역
(64) 사이에는 채널 영역(66)이 존재한다.

도 2a 및 도 2b에 도시한 바와 같은 구조의 SOI MOS 트랜지스터에서는 각 바디(58, 68)를 외부 바이어스에 연결시킴
으로써 플로팅 바디 효과를 방지하고 있다.

그러나, 이와 같이 바디를 바이어스에 연결시켜서 채널 전위를 고정시키게 되는 경우에는 바디가 플로팅되어 있는 경우
에 비하여 채널 영역에 존재하는 접합 커패시턴스가 급격하게 증가된다. 이와 같이, 채널 영역에서 접합 커패시턴스가 
증가하게 되면 트랜지스터의 처리 속도가 저하되는 결과를 초래한다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 종래 기술에서의 문제점들을 해결하고자 하는 것으로, 본 발명의 목적은 플로팅 바디 효과를 방지하
는 동시에 채널 전위를 고정시킴으로써 야기되는 문제점을 효과적으로 방지할 수 있는 구조를 가지는 SOI MOS 트랜지
스터를 구비한 반도체 소자를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 SOI MOS 트랜지스터의 온 또는 오프 상태에 따라 바디의 포텐셜을 적절하게 변화시킴으로써 
SOI MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때 발생되는 누설 전류를 감소시키는 동시에 SOI MOS 트랜지스터의 온 상태에
서는 채널 영역에 존재하는 접합 커패시턴스를 줄이고 동작 전류를 증가시킬 수 있는 반도체 소자를 제공하는 것이다.
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본 발명의 또 다른 목적을 상기와 같은 반도체 소자를 구비함으로써 동작 특성이 개선된 신호 처리 장치를 제공하는 것
이다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 양태에 따른 반도체 소자는 메인 MOS(metal oxide semiconductor) 트
랜지스터와 어시스턴스(assistance) MOS 트랜지스터를 포함한다. 상기 메인 MOS 트랜지스터는 외부 신호를 받는 제
1 게이트 배선과, 제1 도전형의 제1 소스/드레인 영역과, 바디를 포함한다. 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 제2 
게이트 배선과, 상기 제1 도전형과 반대인 제2 도전형의 제2 소스/드레인 영역을 포함한다. 상기 어시스턴스 MOS 트
랜지스터는 상기 외부 신호에 따라 상기 바디를 플로팅 상태 또는 그라운딩 상태로 선택적으로 전환시키기는 역할을 한
다. 상기 제1 게이트 배선과 상기 제2 게이트 배선은 배선층에 의하여 서로 전기적으로 접속되어 있다.
    

상기 제2 소스/드레인 영역은 적어도 그 일부가 상기 메인 MOS 트랜지스터의 바디에 접하고 있다.

상기 제1 게이트 배선은 H형 게이트 배선, T형 게이트 배선 또는 확장 게이트(elongated gate)형 게이트 배선으로 이
루어진다.

상기 메인 MOS 트랜지스터 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 하나의 활성 영역상에 형성되고, 상기 활성 영역은 그 
평면 형상이 장방형(長方形) 또는 도그본(dog bone) 형상이다.

    
상기 반도체 소자는 상기 제1 게이트 배선상에 형성된 적어도 1개의 제1 게이트 콘택 영역과, 상기 제2 게이트 배선상
에 형성된 적어도 1개의 제2 게이트 콘택 영역을 더 포함할 수 있다. 상기 배선층은 상기 제1 게이트 콘택 영역과 제2 
게이트 콘택 영역과의 사이에 연결되는 1개 또는 복수개의 도전층으로 이루어진다. 바람직하게는, 상기 배선층은 상기 
제1 게이트 배선 및 제2 게이트 배선의 상부에서 상기 제1 소스/드레인 영역 및 제2 소스/드레인 영역과 오버랩되지 않
는 영역에 형성된다. 또는, 상기 배선층은 상기 제1 게이트 배선 및 제2 게이트 배선의 상부에서 소자 분리 영역과 오버
랩되는 영역에 형성된다.
    

상기 메인 MOS 트랜지스터는 상기 바디중 상기 제1 게이트 배선의 하부에 형성되는 채널 영역을 더 포함하고, 상기 어
시스턴스 MOS 트랜지스터는 상기 채널 영역으로부터 연장되는 바디와 연결된다.

상기 메인 MOS 트랜지스터로 입력되는 상기 외부 신호가 오프(off) 전압 레벨일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터
에 의하여 상기 바디가 그라운딩 상태로 되고, 상기 메인 MOS 트랜지스터로 입력되는 상기 외부 신호가 온(on) 전압 
레벨일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터에 의하여 상기 바디가 플로팅 상태로 된다.

    
본 발명의 다른 양태에 따른 반도체 소자는 서로 상보적으로 결합되어 있는 제1 메인 MOS 트랜지스터 및 제2 메인 M
OS 트랜지스터를 포함하는 메인 CMOS 회로를 포함한다. 또한, 상기 반도체 소자는 상기 제1 메인 NOS 트랜지스터 
및 제2 메인 모스 트랜지스터중에서 선택되는 적어도 하나의 메인 MOS 트랜지스터의 온 또는 오프 상태에 따라서 상
기 선택된 메인 MOS 트랜지스터의 채널 영역을 플로팅 상태 또는 그라운딩 상태로 선택적으로 전환시키기 위한 적어
도 하나의 어시스턴스 MOS 트랜지스터를 포함한다.
    

    
상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터는 외부 신호를 받는 제1 게이트 배선과, 제1 소스/드레인 영역과, 바디와, 
상기 바디중 상기 제1 게이트 배선의 아래에서 제1 도전형의 채널이 형성되는 제1 채널 영역을 포함한다. 상기 어시스
턴스 MOS 트랜지스터는 상기 제1 게이트 배선과 전기적으로 접속된 제2 게이트 배선과, 제2 소스/드레인 영역과, 상
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기 제1 도전형과 반대인 제2 도전형의 채널이 형성되는 제2 채널 영역을 포함한다. 상기 제2 소스/드레인 영역의 적어
도 일부는 상기 제1 채널 영역으로부터 연장되는 상기 바디와 접한다.
    

상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 온 상태이고, 상기 
선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 온상태일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 오프 상태이다. 또한, 상기 
선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때 상기 제1 채널 영역은 그라운딩 상태로 되고, 상기 선택된 하나
의 메인 MOS 트랜지스터가 온 상태일 때 상기 제1 채널 영역은 플로팅 상태로 된다.

    
본 발명의 일 양태에 따른 신호 처리 장치는 CPU(central processing unit)와, 메모리 소자와, 상기 CPU와 메모리 소
자를 연결시키기 위한 버스를 포함한다. 상기 CPU는 서로 상보적으로 결합되어 있는 제1 메인 MOS 트랜지스터 및 제
2 메인 MOS 트랜지스터를 포함하는 메인 CMOS 회로를 포함한다. 또한 상기 CPU는 상기 제1 메인 NOS 트랜지스터 
및 제2 메인 모스 트랜지스터중에서 선택되는 적어도 하나의 메인 MOS 트랜지스터의 온 또는 오프 상태에 따라서 상
기 선택된 메인 MOS 트랜지스터의 채널 영역을 플로팅 상태 또는 그라운딩 상태로 선택적으로 전환시키기 위한 적어
도 하나의 어시스턴스 MOS 트랜지스터를 포함한다.
    

    
본 발명에 따른 반도체 소자에서는 메인 MOS 트랜지스터가 온 상태일 때는 상기 메인 MOS 트랜지스터의 바디가 그라
운딩되어 오프 상태에서의 누설 전류가 감소되고, 메인 MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때는 상기 메인 MOS 트랜지스
터의 바디가 플로팅되어 상기 메인 MOS 트랜지스터의 채널 영역에서 접합 커패시턴스를 낮게 유지하면서 상기 메인 
MOS 트랜지스터의 동작시 전류를 증가시킬 수 있다. 상기와 같은 특성을 가지는 반도체 소자를 구비하는 본 발명에 따
른 신호 처리 장치에서는 개선된 동작 특성을 얻을 수 있다.
    

다음에, 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 3a 내지 도 3d는 본 발명의 일 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 도면들이다. 도 3a는 상기 메인
(main) MOS 트랜지스터(100)가 H형 게이트 배선(112)을 구비하는 반도체 소자의 요부 구성을 도시한 평면 배치도
이다. 그리고, 도 3b는 도 3a의 Ⅲb-Ⅲb선 단면도, 도 3c는 도 3a의 Ⅲc-Ⅲc선 단면도, 도 3d는 도 3a의 Ⅲd-Ⅲd선 
단면도이다.

    
도 3a 내지 도 3d에 도시된 반도체 소자는 배리드 산화막(104)상에 형성된 표면 실리콘층(106)을 구비한 반도체 기판
(102)을 포함하는 SOI 소자로서 구현된다. 본 발명에 따른 반도체 소자는 외부 신호를 받아 소정의 기능을 행하는 메
인 MOS 트랜지스터(100)와, 상기 외부 신호에 따라서 상기 메인 NOS 트랜지스터(100)의 바디(108) 또는 제1 채널 
영역(107)을 선택적으로 플로팅 또는 그라운딩시키는 역할을 하는 어시스턴스(assistance) MOS 트랜지스터(150)를 
포함한다.
    

    
상기 반도체 기판(102)상에서 장방형(長方形)의 활성 영역(110)은 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)를 구성하는 상
기 H형 게이트 배선(112) 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)를 구성하는 어시스턴스 게이트 배선(162)에 의하여 
바디(108), 2개의 제1 소스/드레인 영역(122) 및 2개의 제2 소스/드레인 영역(172)의 5개 영역으로 분할된다. 상기 
제1 소스/드레인 영역(122)은 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)를 구성하고, 상기 제2 소스/드레인 영역(172)은 상
기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)를 구성한다. 상기 제2 소스/드레인 영역(172)은 적어도 그 일부가 상기 메인 M
OS 트랜지스터(100)의 상기 바디(108)에 접해있다.
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상기 메인 MOS 트랜지스터(100)에서, 상기 H형 게이트 배선(112)의 하부에 존재하는 바디(108)에는 상기 2개의 제
1 소스/드레인 영역(122) 사이에 제1 채널 영역(107)이 형성된다. 또한, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)에
서, 상기 어시스턴스 게이트 배선(162)의 아래에는 상기 2개의 제2 소스/드레인 영역(172) 사이에 제2 채널 영역(15
7)이 형성된다.

상기 메인 MOS 트랜지스터(100) 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)는 서로 반대 타입의 채널을 가지는 MOS 트
랜지스터를 구성한다. 즉, 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)가 NMOS 트랜지스터인 경우에는 상기 어시스턴스 MOS 
트랜지스터(150)는 PMOS 트랜지스터로 구성되고, 이 때 상기 제1 소스/드레인 영역(122)은 n +불순물 영역으로 되
고, 상기 제2 소스/드레인 영역(172)은 p +불순물 영역으로 된다. 반대로, 메인 MOS 트랜지스터(100)가 PMOS 트랜
지스터인 경우에는 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)는 NMOS 트랜지스터로 구성되고, 이 때 상기 제1 소스/드
레인 영역(122)은 p+불순물 영역으로 되고, 상기 제2 소스/드레인 영역(172)은 n +불순물 영역으로 된다.

    
상기 메인 MOS 트랜지스터(100)의 H형 게이트 배선(112)과 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)의 어시스턴스 
게이트 배선(162)은 배선층(140)에 의하여 상호 전기적으로 접속되어 있다. 상기 배선층(140)은 상기 H형 게이트 배
선(112)상에 형성된 제1 게이트 콘택 영역(130)과 상기 어시스턴스 게이트 배선(162)상에 형성된 제2 게이트 콘택 
영역(180)과의 사이에 연장되는 도전층으로 구성되고, 이 도전층에 의하여 상기 H형 게이트 배선(112)과 어시스턴스 
게이트 배선(162)이 전기적으로 연결된다. 상기 배선층(140)은 복수개의 도전층으로 이루어질 수 있다. 이를 위하여, 
상기 H형 게이트 배선(112)상에는 복수개의 제1 게이트 콘택 영역(130)이 형성될 수 있고, 상기 어시스턴스 게이트 
배선(162)상에는 복수개의 제2 게이트 콘택 영역(180)이 형성될 수 있다. 도 3a에는, 상기 H형 게이트 배선(112)상
에 2개의 제1 게이트 콘택 영역(130)이 형성되어 있고, 상기 어시스턴스 게이트 배선(162)상에 2개의 제2 게이트 콘
택 영역(180)이 형성되어 있으며, 이들을 각각 연결시키는 2개의 도전층에 의하여 상기 배선층(140)이 구성된 경우를 
도시하였다. 상기 배선층(140)을 구성하는 도전층은 도핑된 폴리실리콘 또는 금속으로 구성되어 있다.
    

상기 배선층(140)을 구성하는 도전층은 필요에 따라 원하는 위치에 1개 또는 복수개 형성될 수 있다. 상기 배선층(14
0)을 복수개의 도전층으로 구성하면 1개의 도전층만으로 구성하는 경우에 비하여 저항이 높아지는 것을 방지할 수 있
다. 그러나, 저항이 문제로 되지 않는 경우에는 상기 배선층(140)은 1개의 도전층만으로 구성되어도 충분하다.

    
또한, 상기 제1 게이트 콘택 영역(130) 및 제2 게이트 콘택 영역(180)은 각각 상기 H형 게이트 배선(112) 및 어시스
턴스 게이트 배선(162)상의 어떤 위치에 형성되어도 좋으나, 바람직하게는 상기 제1 및 제2 소스/드레인 영역(122, 
172)과 오버랩되지 않는 영역상의 상기 H형 게이트 배선(112) 및 어시스턴스 게이트 배선(162)상에, 더욱 바람직하
게는 소자 분리 영역(109)상의 상기 H형 게이트 배선(112) 및 어시스턴스 게이트 배선(162)상에 각각 형성된다. 마
찬가지로, 상기 배선층(140)도 상기 제1 및 제2 소스/드레인 영역(122, 172)과 오버랩되지 않는 영역상에 형성되는 
것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 소자 분리 영역과 오버랩되는 영역에 형성된다.
    

도 3a 내지 도 3d를 참조하여 설명한 바와 같은 구성을 가지는 반도체 소자에서는 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)의 
제1 채널 영역(107)으로부터 연장되는 바디(108)가 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)에 연결되는 구성을 가진
다.

    
상기한 바와 같은 반도체 소자의 구성에 있어서, 오프(off) 전압 레벨의 외부 신호가 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)
로 입력되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)가 턴오프(turn off)되면, 일반적인 플로팅 특성에 따라 상기 메인 MO
S 트랜지스터(100)의 바디(108)에서 포텐셜(potential)이 증가하고, 그 결과로서 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터
(150)가 턴온(turn on)되면서 상기 바디(108)의 포텐셜이 다시 낮아지게 된다. 따라서, 통상의 SOI 트랜지스터의 경
우에는 트랜지스터가 턴오프되면 플로팅 특성에 의하여 포텐셜이 증가되어 바이폴라 특성을 나타내지만, 본 발명에 따
른 반도체 소자의 구성에서는 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)에서의 바이폴라 특성이 상기 어시스턴스 MOS 트랜지
스터(150)에 의하여 제거되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)의 바디(108)가 그라운딩되는 효과를 나타내고, 오프 
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상태에서의 누설 전류가 감소되는 효과를 얻을 수 있다.
    

    
또한, 온(on) 전압 레벨의 외부 신호가 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)로 입력되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(10
0)가 턴온(turn on)되면, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(150)는 턴오프(turn off)되어 상기 메인 MOS 트랜지스
터(100)의 바디(108)는 플로팅 특성을 갖게 된다. 따라서, 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)의 채널 영역(107)에 존
재하는 접합 커패시턴스를 낮게 유지하면서 상기 메인 MOS 트랜지스터(100)의 동작시 전류를 증가시키는 효과도 얻
을 수 있다.
    

도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 다른 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 도면들이다. 도 4a는 메인 M
OS 트랜지스터(200)가 T형 게이트 배선(212)을 구비하는 반도체 소자의 요부 구성을 도시한 평면 배치도이다. 그리
고, 도 4b는 도 4a의 Ⅳb-Ⅳb선 단면도, 도 4c는 도 4a의 Ⅳc-Ⅳc선 단면도, 도 4d는 도 4a의 Ⅳd-Ⅳd선 단면도이다.

도 4a 내지 도 4d에 도시된 반도체 소자는 배리드 산화막(204)상에 형성된 표면 실리콘층(206)을 구비한 반도체 기판
(202)을 포함하는 SOI 소자로서 구현된다.

본 실시예에 따른 반도체 소자는 외부 신호를 받아 소정의 기능을 행하는 메인 MOS 트랜지스터(200)와, 상기 외부 신
호에 따라서 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 바디(208) 또는 제1 채널 영역(207)을 선택적으로 플로팅 또는 그
라운딩시키는 역할을 하는 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)를 포함한다.

    
상기 반도체 기판(202)상에서 장방형의 활성 영역(210)은 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)를 구성하는 상기 T형 게
이트 배선(212) 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)를 구성하는 어시스턴스 게이트 배선(262)에 의하여 2개의 제
1 소스/드레인 영역(222) 및 2개의 제2 소스/드레인 영역(272)의 4개 영역으로 분할된다. 상기 제1 소스/드레인 영역
(222)은 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)를 구성하고, 상기 제2 소스/드레인 영역(272)은 상기 어시스턴스 MOS 트
랜지스터(250)를 구성한다. 상기 제2 소스/드레인 영역(272)은 적어도 그 일부가 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)
의 바디(208)에 접해있다.
    

상기 메인 MOS 트랜지스터(200)에서, 상기 T형 게이트 배선(212)의 하부에 존재하는 바디(108)에는 상기 2개의 제
1 소스/드레인 영역(222) 사이에 제1 채널 영역(207)이 형성된다. 또한, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)에
서, 상기 어시스턴스 게이트 배선(262)의 아래에는 상기 2개의 제2 소스/드레인 영역(272) 사이에 제2 채널 영역(25
7)이 형성된다.

상기 메인 MOS 트랜지스터(200) 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)는 서로 반대 타입의 채널을 가지는 MOS 트
랜지스터를 구성한다. 즉, 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)가 NMOS 트랜지스터인 경우에는 상기 어시스턴스 MOS 
트랜지스터(250)는 PMOS 트랜지스터로 구성되고, 이 때 상기 제1 소스/드레인 영역(222)은 n +불순물 영역으로 되
고, 상기 제2 소스/드레인 영역(272)은 p +불순물 영역으로 된다. 반대로, 메인 MOS 트랜지스터(200)가 PMOS 트랜
지스터인 경우에는 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)는 NMOS 트랜지스터로 구성되고, 이 때 상기 제1 소스/드
레인 영역(222)은 p+불순물 영역으로 되고, 상기 제2 소스/드레인 영역(272)은 n +불순물 영역으로 된다.

    
상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 T형 게이트 배선(212)과 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)의 어시스턴스 
게이트 배선(262)은 배선층(240)에 의하여 상호 전기적으로 접속되어 있다. 상기 배선층(240)은 상기 T형 게이트 배
선(212)상에 형성된 제1 게이트 콘택 영역(230)과 상기 어시스턴스 게이트 배선(262)상에 형성된 제2 게이트 콘택 
영역(280)과의 사이에 연장되는 도전층으로 구성되고, 이 도전층에 의하여 상기 T형 게이트 배선(212)과 어시스턴스 
게이트 배선(262)이 전기적으로 연결된다. 상기 배선층(240)은 복수개의 도전층으로 이루어질 수 있다. 이를 위하여, 
상기 T형 게이트 배선(212)상에는 복수개의 제1 게이트 콘택 영역(230)이 형성될 수 있고, 상기 어시스턴스 게이트 
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배선(262)상에는 복수개의 제2 게이트 콘택 영역(280)이 형성될 수 있다. 도 4a에는, 상기 T형 게이트 배선(212)상
에 2개의 제1 게이트 콘택 영역(230)이 형성되어 있고, 상기 어시스턴스 게이트 배선(262)상에 2개의 제2 게이트 콘
택 영역(280)이 형성되어 있으며, 이들을 각각 연결시키는 2개의 도전층에 의하여 상기 배선층(240)이 구성되어 있다.
    

    
도 3a 내지 도 3d를 참조하여 설명한 바와 마찬가지로, 상기 배선층(240)을 구성하는 도전층은 필요에 따라 원하는 위
치에 1개 또는 복수개 형성될 수 있다. 또한, 상기 제1 게이트 콘택 영역(230) 및 제2 게이트 콘택 영역(280)은 각각 
상기 T형 게이트 배선(212) 및 어시스턴스 게이트 배선(262)상의 어떤 위치에도 형성될 수 있다. 도 4a 내지 도 4d에
는 상기 배선층(240)과, 상기 제1 및 제2 게이트 콘택 영역(230, 280)이 상기 제1 및 제2 소스/드레인 영역(222, 2
72)과 오버랩되지 않고, 소자 분리 영역(209)과 오버랩되도록 형성되어 있는 경우를 도시하였다.
    

도 4a 내지 도 4d에 도시된 반도체 소자는 도 3a 내지 도 3d의 경우와 마찬가지로 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 
제1 채널 영역(207)으로부터 연장되는 바디(208)가 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)에 연결되는 구성을 가진
다.

    
따라서, 오프 전압 레벨의 외부 신호가 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)로 입력되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(20
0)가 턴오프되면, 일반적인 플로팅 특성에 따라 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 바디(208)에서 포텐셜이 증가하
고, 그 결과로서 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)가 턴온되면서 상기 바디(208)의 포텐셜이 다시 낮아지게 된
다. 그 결과, 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)에서의 바이폴라 특성이 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)에 의
하여 제거되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 바디(208)가 그라운딩되는 효과를 나타내고, 오프 상태에서의 누
설 전류가 감소되는 효과를 얻을 수 있다.
    

또한, 온 전압 레벨의 외부 신호가 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)로 입력되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)가 
턴온되면, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(250)는 턴오프되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 바디(208)는 
플로팅 특성을 갖게 된다. 따라서, 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 채널 영역(207)에 존재하는 접합 커패시턴스를 
낮게 유지하면서 상기 메인 MOS 트랜지스터(200)의 동작시 전류를 증가시키는 효과가 얻어진다.

도 5a 내지 도 5d는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 도면들이다. 도 5a는 활성 
영역(310)이 도그본(dog bone) 형상으로 형성되고, 확장 게이트(elongated gate)형 게이트 배선(312)을 구비하는 
반도체 소자의 요부 구성을 도시한 평면 배치도이다. 그리고, 도 5b는 도 5a의 Ⅴb-Ⅴb선 단면도, 도 5c는 도 5a의 Ⅴ
c-Ⅴc선 단면도, 도 5d는 도 5a의 Ⅴd-Ⅴd선 단면도이다.

도 5a 내지 도 5d에 도시된 반도체 소자는 배리드 산화막(304)상에 형성된 표면 실리콘층(306)을 구비한 반도체 기판
(302)을 포함하는 SOI 소자로서 구현된다.

본 실시예에 따른 반도체 소자는 외부 신호를 받아 소정의 기능을 행하는 메인 MOS 트랜지스터(300)와, 상기 외부 신
호에 따라서 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)의 바디(308) 또는 제1 채널 영역(307)을 선택적으로 플로팅 또는 그
라운딩시키는 역할을 하는 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)를 포함한다.

    
상기 활성 영역(310)상에는 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)를 구성하는 상기 확장 게이트형 게이트 배선(312) 및 
어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)를 구성하는 어시스턴스 게이트 배선(362)이 연장되어 있다. 또한, 상기 활성 영역
(310)에는 상기 확장 게이트형 게이트 배선(312)의 양측에 각각 제1 소스/드레인 영역(322)이 형성되어 있고, 상기 
어시스턴스 게이트 배선(362)의 양측에 각각 제2 소스/드레인 영역(372)이 형성되어 있다. 상기 제1 소스/드레인 영
역(322)은 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)를 구성하고, 상기 제2 소스/드레인 영역(372)은 상기 어시스턴스 MOS 
트랜지스터(350)를 구성한다. 상기 제2 소스/드레인 영역(372)은 적어도 그 일부가 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)
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의 바디(308)에 접해있다.
    

상기 메인 MOS 트랜지스터(300)에서, 상기 확장 게이트형 게이트 배선(312)의 하부에 존재하는 바디(308)에는 상
기 2개의 제1 소스/드레인 영역(322) 사이에 제1 채널 영역(307)이 형성된다. 또한, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스
터(350)에서, 상기 어시스턴스 게이트 배선(362)의 아래에는 상기 2개의 제2 소스/드레인 영역(372) 사이에 제2 채
널 영역(357)이 형성된다.

상기 메인 MOS 트랜지스터(300) 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)는 서로 반대 타입의 채널을 가지는 MOS 트
랜지스터를 구성한다. 즉, 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)가 NMOS 트랜지스터인 경우에는 상기 어시스턴스 MOS 
트랜지스터(350)는 PMOS 트랜지스터로 구성되고, 이 때 상기 제1 소스/드레인 영역(322)은 n +불순물 영역으로 되
고, 상기 제2 소스/드레인 영역(372)은 p +불순물 영역으로 된다. 반대로, 메인 MOS 트랜지스터(300)가 PMOS 트랜
지스터인 경우에는 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)는 NMOS 트랜지스터로 구성되고, 이 때 상기 제1 소스/드
레인 영역(322)은 p+불순물 영역으로 되고, 상기 제2 소스/드레인 영역(372)은 n +불순물 영역으로 된다.

    
상기 메인 MOS 트랜지스터(300)의 확장 게이트형 게이트 배선(312)과 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)의 
어시스턴스 게이트 배선(362)은 배선층(340)에 의하여 상호 전기적으로 접속되어 있다. 상기 배선층(340)은 상기 확
장 게이트형 게이트 배선(312)상에 형성된 제1 게이트 콘택 영역(330)과 상기 어시스턴스 게이트 배선(362)상에 형
성된 제2 게이트 콘택 영역(380)과의 사이에 연장되는 도전층으로 구성되고, 이 도전층에 의하여 상기 확장 게이트형 
게이트 배선(312)과 어시스턴스 게이트 배선(362)이 전기적으로 연결된다. 상기 배선층(340)은 복수개의 도전층으
로 이루어질 수 있다. 이를 위하여, 상기 T형 게이트 배선(212)상에는 복수개의 제1 게이트 콘택 영역(330)이 형성될 
수 있고, 상기 어시스턴스 게이트 배선(362)상에는 복수개의 제2 게이트 콘택 영역(380)이 형성될 수 있다. 도 5a에
는, 상기 확장 게이트형 게이트 배선(312)상에 1개의 제1 게이트 콘택 영역(330)이 형성되어 있고, 상기 어시스턴스 
게이트 배선(362)상에 1개의 제2 게이트 콘택 영역(380)이 형성되어 있으며, 이들을 연결시키는 1개의 도전층에 의
하여 상기 배선층(340)이 구성되어 있다.
    

    
도 3a 내지 도 3d를 참조하여 설명한 바와 마찬가지로, 상기 배선층(340)을 구성하는 도전층은 필요에 따라 원하는 위
치에 1개 또는 복수개 형성될 수 있다. 또한, 상기 제1 게이트 콘택 영역(330) 및 제2 게이트 콘택 영역(380)은 각각 
상기 확장 게이트형 게이트 배선(312) 및 어시스턴스 게이트 배선(362)상의 어떤 위치에도 형성될 수 있다. 도 5a 내
지 도 5d에는 상기 배선층(340)과, 상기 제1 및 제2 게이트 콘택 영역(330, 380)이 상기 제1 및 제2 소스/드레인 영
역(322, 372)과 오버랩되지 않고, 소자 분리 영역(309)과 오버랩되도록 형성되어 있는 경우를 도시하였다.
    

도 5a 내지 도 5d에 도시된 반도체 소자는 도 3a 내지 도 3d 및 도 4a 내지 도 4d의 경우와 마찬가지로 상기 메인 MO
S 트랜지스터(300)의 제1 채널 영역(307)으로부터 연장되는 바디(308)가 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)
에 연결되는 구성을 가진다.

    
따라서, 오프 전압 레벨의 외부 신호가 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)로 입력되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(30
0)가 턴오프되면, 일반적인 플로팅 특성에 따라 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)의 바디(308)에서 포텐셜이 증가하
고, 그 결과로서 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)가 턴온되면서 상기 바디(308)의 포텐셜이 다시 낮아지게 된
다. 그 결과, 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)에서의 바이폴라 특성이 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)에 의
하여 제거되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)의 바디(308)가 그라운딩되는 효과를 나타내고, 오프 상태에서의 누
설 전류가 감소되는 효과를 얻을 수 있다.
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또한, 온 전압 레벨의 외부 신호가 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)로 입력되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)가 
턴온되면, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터(350)는 턴오프되어 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)의 바디(308)는 
플로팅 특성을 갖게 된다. 따라서, 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)의 채널 영역(307)에 존재하는 접합 커패시턴스를 
낮게 유지하면서 상기 메인 MOS 트랜지스터(300)의 동작시 전류를 증가시키는 효과가 얻어진다.

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 반도체 소자의 구성을 설명하기 위한 블록 다이어그램이다.

    
본 발명에 따른 반도체 소자는 메인 NMOS 트랜지스터(412)와 메인 PMOS 트랜지스터(422)가 상보적으로 결합되어 
구성된 메인 CMOS(complementary MOS) 회로(410)와, 어시스턴스 PMOS 트랜지스터(414) 및 어시스턴스 NMO
S 트랜지스터(424)를 포함하는 어시스턴스 CMOS 회로(420)를 포함한다. 상기 메인 NMOS 트랜지스터(412)와 상
기 어시스턴스 PMOS 트랜지스터(414)와의 결합 구조, 및 상기 메인 PMOS 트랜지스터(422)와 상기 어시스턴스 NM
OS 트랜지스터(424)와의 결합 구조는 상기한 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 메인 MOS 트랜지스터 및 어시스턴
스 MOS 트랜지스터와 같이 구성될 수 있다.
    

    
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 처리 장치(500)의 구성을 설명하기 위한 블록 다이어그램이다. 본 발명에 따
른 신호 처리 장치(500)는 CPU(central processing unit)(502)와 메모리 소자(504)를 포함하여 구성된다. 상기 C
PU(502)와 메모리 소자(504)는 버스에 의하여 연결되어 있다. 상기 CPU(502) 및 메모리 소자(504)는 각각 상기한 
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 메인 MOS 트랜지스터 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터의 결합 구조, 또는 이들 결
합 구조를 포함하는 CMOS 회로를 포함하여 구성될 수 있다.
    

    발명의 효과

    
본 발명에 따르면, 메인 MOS 트랜지스터와, 상기 메인 MOS 트랜지스터에 입력되는 외부 신호에 따라 상기 메인 MO
S 트랜지스터의 바디 또는 채널 영역을 선택적으로 플로팅 상태 또는 그라운딩 상태로 전환시키는 어시스턴스 MOS 트
랜지스터를 구비한 반도체 소자 및 신호 처리 장치를 제공한다. 본 발명에 따른 반도체 소자는 상기 메인 MOS 트랜지
스터의 채널 영역으로부터 연장되는 바디가 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터에 연결되는 구성을 가지고 있으며, 상기 
메인 MOS 트랜지스터의 게이트 배선과 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터의 게이트 배선은 상호 전기적으로 접속되어 
있다. 따라서, 메인 MOS 트랜지스터가 오프(off) 상태일 때에는 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터가 온(on) 되면서 
상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터에 의하여 상기 메인 MOS 트랜지스터의 바디에서의 포텐셜이 낮아져서 상기 메인 
MOS 트랜지스터의 바디가 그라운딩되는 효과를 갖게 되고, 오프 상태에서의 누설 전류가 감소되는 효과를 얻을 수 있
다. 또한, 메인 MOS 트랜지스터가 온(on) 상태일 때에는 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터가 오프(off) 되면서 상기 
메인 MOS 트랜지스터의 바디는 플로팅 특성을 갖게 된다. 따라서, 상기 메인 MOS 트랜지스터의 채널 영역에 존재하
는 접합 커패시턴스를 낮게 유지하면서 상기 메인 MOS 트랜지스터의 동작시 전류를 증가시키는 효과도 얻을 수 있다. 
본 발명에 따른 신호 처리 장치는 상기한 특성을 가지는 반도체 소자를 구비함으로써 동작 특성이 개선될 수 있다.
    

이상, 본 발명을 바람직한 실시예를 들어 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 본 발명의 
기술적 사상의 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러가지 변형이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

외부 신호를 받는 제1 게이트 배선과, 제1 도전형의 제1 소스/드레인 영역과, 바디를 포함하는 메인 MOS(metal oxid
e semiconductor) 트랜지스터와,
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제2 게이트 배선과, 상기 제1 도전형과 반대인 제2 도전형의 제2 소스/드레인 영역을 포함하고, 상기 외부 신호에 따라 
상기 바디를 플로팅 상태 또는 그라운딩 상태로 선택적으로 전환시키기 위한 어시스턴스(assistance) MOS 트랜지스
터와,

상기 제1 게이트 배선과 상기 제2 게이트 배선을 전기적으로 접속시키는 배선층을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도
체 소자.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 제2 소스/드레인 영역은 적어도 그 일부가 상기 메인 MOS 트랜지스터의 바디에 접하고 있는 것
을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 제1 게이트 배선은 H형 게이트 배선, T형 게이트 배선 또는 확장 게이트(elongated gate)형 게
이트 배선으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 메인 MOS 트랜지스터 및 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 하나의 활성 영역상에 형성되고, 상기 
활성 영역은 그 평면 형상이 장방형(長方形) 또는 도그본(dog bone) 형상인 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 5.

제1항에 있어서,

상기 제1 게이트 배선상에 형성된 적어도 1개의 제1 게이트 콘택 영역과,

상기 제2 게이트 배선상에 형성된 적어도 1개의 제2 게이트 콘택 영역을 더 포함하고,

상기 배선층은 상기 제1 게이트 콘택 영역과 제2 게이트 콘택 영역과의 사이에 연결되는 도전층으로 이루어지는 것을 
특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 6.

제5항에 있어서, 상기 배선층은 1개의 도전층으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 7.

제5항에 있어서, 상기 배선층은 복수개의 도전층으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 8.

제5항에 있어서, 상기 도전층은 도핑된 폴리실리콘 또는 금속으로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 9.

제1항에 있어서, 상기 배선층은 상기 제1 게이트 배선 및 제2 게이트 배선의 상부에서 상기 제1 소스/드레인 영역 및 
제2 소스/드레인 영역과 오버랩되지 않는 영역에 형성된 것을 특징으로 하는 반도체 소자.
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청구항 10.

제4항에 있어서, 상기 활성 영역을 정의하는 소자 분리 영역을 더 포함하고, 상기 배선층은 상기 제1 게이트 배선 및 제
2 게이트 배선의 상부에서 상기 소자 분리 영역과 오버랩되는 영역에 형성된 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 11.

제1항에 있어서, 상기 메인 MOS 트랜지스터는 상기 바디중 상기 제1 게이트 배선의 하부에 형성되는 채널 영역을 더 
포함하고, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 상기 채널 영역으로부터 연장되는 바디와 연결되어 있는 것을 특징으로 
하는 반도체 소자.

청구항 12.

제1항에 있어서, 상기 메인 MOS 트랜지스터로 입력되는 상기 외부 신호가 오프(off) 전압 레벨일 때 상기 어시스턴스 
MOS 트랜지스터에 의하여 상기 바디가 그라운딩 상태로 되고, 상기 메인 MOS 트랜지스터로 입력되는 상기 외부 신호
가 온(on) 전압 레벨일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터에 의하여 상기 바디가 플로팅 상태로 되는 것을 특징으로 
하는 반도체 소자.

청구항 13.

제1항에 있어서, 상기 메인 MOS 트랜지스터는 NMOS 트랜지스터이고, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 PMOS 트
랜지스터인 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 14.

제1항에 있어서, 상기 메인 MOS 트랜지스터는 PMOS 트랜지스터이고, 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 NMOS 트
랜지스터인 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 15.

서로 상보적으로 결합되어 있는 제1 메인 MOS 트랜지스터 및 제2 메인 MOS 트랜지스터를 포함하는 메인 CMOS 회로
와,

상기 제1 메인 NOS 트랜지스터 및 제2 메인 모스 트랜지스터중에서 선택되는 적어도 하나의 메인 MOS 트랜지스터의 
온 또는 오프 상태에 따라서 상기 선택된 메인 MOS 트랜지스터의 채널 영역을 플로팅 상태 또는 그라운딩 상태로 선택
적으로 전환시키기 위한 적어도 하나의 어시스턴스 MOS 트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 16.

제15항에 있어서,

상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터는 외부 신호를 받는 제1 게이트 배선과, 제1 소스/드레인 영역과, 바디와, 
상기 바디중 상기 제1 게이트 배선의 아래에서 제1 도전형의 채널이 형성되는 제1 채널 영역을 포함하고,

상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 상기 제1 게이트 배선과 전기적으로 접속된 제2 게이트 배선과, 제2 소스/드레인 
영역과, 상기 제1 도전형과 반대인 제2 도전형의 채널이 형성되는 제2 채널 영역을 포함하고,

상기 제2 소스/드레인 영역의 적어도 일부는 상기 제1 채널 영역으로부터 연장되는 상기 바디와 접하는 것을 특징으로 
하는 반도체 소자.
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청구항 17.

제16항에 있어서, 상기 제1 게이트 배선은 H형 게이트 배선, T형 게이트 배선 또는 확장 게이트형 게이트 배선으로 이
루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 18.

제15항에 있어서, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터와 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 하나의 활성 영역
상에 형성되고, 상기 활성 영역은 그 평면 형상이 장방형(長方形) 또는 도그본(dog bone) 형상인 것을 특징으로 하는 
반도체 소자.

청구항 19.

제15항에 있어서, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 
온 상태이고, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 온상태일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 오프 상태
인 것을 특징으로 하는 반도체 소자.

청구항 20.

제16항에 있어서, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때 상기 제1 채널 영역은 그라운딩 상태로 
되고, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 온 상태일 때 상기 제1 채널 영역은 플로팅 상태로 되는 것을 특징
으로 하는 반도체 소자.

청구항 21.

CPU(central processing unit)와, 메모리 소자와, 상기 CPU와 메모리 소자를 연결시키기 위한 버스를 포함하고, 상
기 CPU는

서로 상보적으로 결합되어 있는 제1 메인 MOS 트랜지스터 및 제2 메인 MOS 트랜지스터를 포함하는 메인 CMOS 회로
와,

상기 제1 메인 NOS 트랜지스터 및 제2 메인 모스 트랜지스터중에서 선택되는 적어도 하나의 메인 MOS 트랜지스터의 
온 또는 오프 상태에 따라서 상기 선택된 메인 MOS 트랜지스터의 채널 영역을 플로팅 상태 또는 그라운딩 상태로 선택
적으로 전환시키기 위한 적어도 하나의 어시스턴스 MOS 트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.

청구항 22.

제21항에 있어서,

상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터는 외부 신호를 받는 제1 게이트 배선과, 제1 소스/드레인 영역과, 바디와, 
상기 바디중 상기 제1 게이트 배선의 아래에서 제1 도전형의 채널이 형성되는 제1 채널 영역을 포함하고,

상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 상기 제1 게이트 배선과 전기적으로 접속된 제2 게이트 배선과, 제2 소스/드레인 
영역과, 상기 제1 도전형과 반대인 제2 도전형의 채널이 형성되는 제2 채널 영역을 포함하고,

상기 제2 소스/드레인 영역의 적어도 일부는 상기 제1 채널 영역으로부터 연장되는 상기 바디와 접하는 것을 특징으로 
하는 신호 처리 장치.

청구항 23.
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제22항에 있어서, 상기 제1 게이트 배선은 H형 게이트 배선, T형 게이트 배선 또는 확장 게이트형 게이트 배선으로 이
루어지는 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.

청구항 24.

제21항에 있어서, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터와 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 하나의 활성 영역
상에 형성되고, 상기 활성 영역은 그 평면 형상이 장방형(長方形) 또는 도그본(dog bone) 형상인 것을 특징으로 하는 
신호 처리 장치.

청구항 25.

제21항에 있어서, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 
온 상태이고, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 온상태일 때 상기 어시스턴스 MOS 트랜지스터는 오프 상태
인 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.

청구항 26.

제22항에 있어서, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 오프 상태일 때 상기 제1 채널 영역은 그라운딩 상태로 
되고, 상기 선택된 하나의 메인 MOS 트랜지스터가 온 상태일 때 상기 제1 채널 영역은 플로팅 상태로 되는 것을 특징
으로 하는 신호 처리 장치.

도면
도면 1

도면 2a
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도면 2b
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도면 3c

 - 15 -



등록특허 10-0343147

 
도면 3d
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도면 4d
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도면 5d

도면 6
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